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<b>ABSTRAK</b><br>

Telah berhasil dilakukan sintesis semikonduktor Cu2ZnSnS4 CZTS sebagai absorber semikonduktor yang
dilakukan dengan metode kimiawi menggunakan pelarut dan ligand etanolamine untuk memudahkan reaksi
dengan sulfur. Deposisi CZTS yang dipilih adalah menggunakan metode dip-coating. Metode ini dilakukan
diatas substrat kaca soda lime glass yang kemudian di drying pada 200 C dan annealing pada 550 C dengan
atmosfir argon. Kristalinitas CZTS hasil uji X-ray diffraction yang tinggi serta hasil energy dispersive
spectroscopy yang sesual dengan literatur. Celah pita yang didapatkan pada CZTS adalah 1,36 eV .Lapis
CZTS kemudian dilapisi dengan Cadmium Sulfide CdS dengan metode chemical bath deposition
menggunakan perbedaan konsentrasi [S]:[Cd] dan temperatur deposisi yang berbeda. Lapisan CdS diuji pola
difraksinya menggunakan X-ray diffraction dan UV-Vis spectroscopy. Kristalinitas meningkat pada setiap
penambahan konsentrasi [S]:[Cd] dengan pola diffraksi yang paling mirip dengan referensi adalah
perbandingan 5 dan semua sampel memiliki rata-rata celah pita 2,26 eV. Meningkatnya temperatur pada
CdS dapat merubah antarmuka antara CZTS dengan CdS dimana pada temperatur 70 C menunjukan
interface yang paling baik dengan ditemukannya adanya Antarfasa antara CZTS dan CdS. Hasil optik dari
CZTS/CdS menunjukan perbandingan konsentrasi [S]:[Cd]= 5 dapat meningkatkan performa absorbs dari
CZTS. Antarmuka pada temperatur selain 90 C diduga dapat meningkatkan sifat reflektansi dari |apisan CdS
yang menurunkan transmitansi
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<b>ABSTRACT</b><br>

The semiconductor synthesis of Cu2ZnSn$4 CZTS has been successfully carried as a semiconductor
absorber by chemical method using solvents and ethanolamine ligand. The dip coating method has been
selected for CZTS deposition. This method carried out on a soda lime glass substrate, then dried at 200 C
and annealed at 550 C with an argon atmosphere. X ray diffraction test and electron dispersive spectroscopy
analysis confirm the crystallinity and chemcial composition of CZTS. The bandgap obtained in CZTSis
1.36 eV. The CZTS layer isthen coated with CdS by chemical bath deposition method using different
concentration S Cd and different deposition temperature. The CdS layer diffraction pattern and optical
properties are checked using X ray diffraction and UV Vis spectroscopy. It was shown that crystallinity
increased at each addition of S Cd concentration with the diffraction patterns confirm that CdS are present at
theratio of 5 and all samples had an average bandgap 2.26 eV. Increased temperatures in CdS can alter the
interface between CZTS and CdS where at 70 C it shows the best interface with the discovery of an
interphase between CZTS and CdS. Optical results from CZTS CdS showed a concentration ratio of 5 to
improve the absorption performance of CZTS. Interfaces at temperatures other than 90 C are thought to
increase the reflectance properties of the CdS layer that inhibit the transmittance properties of CdS.
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